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Manipulations possibles :
·

Conductivité électrique cuivre

Notes sur la manip : T= us(l)? u(d ?

·y de Mieux c'est de tracer (T) et verifiea

qu
·

on a une droite + comparer valeur theo a20

Niveau : (3
nethe dans l'an pour thermaliser.
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préreques : Voi Slide

Introduction :Tout le monde utilise élec quoti . On voil conduiso
& 6 . 16 C +10vole (slide) ->Variato immense

Pourquoi? Quels mécanismesmilio
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B- Lemodèle de Prude

S1900 . 3 ans apre découverte é par Thomson .
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Hypothèses:
& 2 libres et indip .

C'Soumis que at hou collision
dt

& collisions aléatoires : proba E
·
coll isotopes : (Tapies=5

coll

<p> entre t et t +dt
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interpretes : 5 !

C-Applications numériques et interprétation
.
Mesure expérimentale Tar· Tm= 5

,
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Pour cable de cuivre deTP : Lolm,
-> RNS,

I Mr M ~1 mm



=> cable long + montageh points.

En préparation plein de températures différentes
En direct a Tamb. - Xied

Calcul et interprétat :

Mé par ion - m=M 8
,
5 .1028
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Pour prude é GP classique .
Théorème équipartition :

VondeI ,2 .

10 m/sbo

↳ bande 3 nm am
~ 23 ↑

=> collisions avec ions toutes les gas mailles.

↳on vera à la fin de cette lecon que s'est faux
Conclu partielle Dude: ohm et expres des

⑦ conduc vs isolant?
dépendance en T.

=>quantique + é- pas libre mais dans le

potentiel périodique du isseau.

#- Théorie des bandes : conduc,
iso

,
semicon

A-origine des bandes d'énergie
En méc Q nE)k)
① é libre mais quantique2

Onde plane Elk)=E Ck



Lmano+ quasi continue

② potentiel périodique
VIn +a =VIa dide VIu =Ecrit
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=> Condit de Bragg
Toutes ondes en phase et on a et -> de m
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largeur gap - force liaison atomique
diamant 5
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B-Nétaux
,
isolants et semi-conducteurs

Comment les é remplissent les bandes ?

é = farmious . Principe d'exclusion Pauli .
A T=de
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remplissent les niveaux ↑ 2 e-parétat
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C-Modèle de Drude corrigé
Au lieu debook pour v
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->Enterpretato Drude fauss. Par les ins duréseau

payait pour collisions.

éconte à la périodicité parfaite : impuretés etphonons
-

le vibrations des ians

Contributions indépendantes - loide Matthiessen.

p(T) = Sphonas (t) + &impuretes
à
peu près este
lineau

Conclusion 2 niveaux de comprehension
avatura : semicon juste un mauvais isolant

en le dopant - jonction pm- transistors
=> touts s'électronique moderne .

questions
pli) conducteur :Tlinéai

d "Idebye >
T

plif semicon pltd explica
libre parcours moyen devient très grand siTy Jumm



si très pur

Dans les semicon : trous contribuent aussi

Thou#Te- On somme les deux contributions.

Nature des changes expérimentalement ? Effet Hall.

T dans un semicon expé . Hall donne récibret mobilité

Saturation du p semicontrès
basseT+ régime dopé

di aux impuretés résiduelles

Réflexion de Bragg 3D : Ser zone de Brillouin.

Aujourd'hui dopage pas chimique : transistor à effet
de champ.

En régime nonstationnais

-t Régime ohmique
Si let(1.
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